https://doi.org/10.3176/phys.math.1987.1.07


https://doi.org/10.3176/phys.math.1987.1.07










	b1264310-1987
	Bastard title section
	Untitled

	SISUKORD
	ОПИСАНИЕ ГОМОМОРФИЗМОВ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЬ-АЛГЕБР
	TOPOLOOGILISTE MOODULALGEBRATE HOMOMORFISMIDE KIRJELDUS
	THE REPRESENTATION OF HOMOMORPHISMS OF TOPOLOGICAL MODULE-ALGEBRAS

	МАГНИТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ВИБРОННЫХ СТРУКТУРНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ
	Рис. 1. Зависимость магнитоиндуцш рованного сдвига температуры Кюри Pb0,99Geo,oiTe от индукции магнитного поля при р— 1,8-1017 см-3. Точки экспериментальные данные [9], сплошная линия теоретические.
	Рис. 2. Температурное поведение диэлектрической восприимчивости в случае сегнетоэлектрического фазового перехода первого рода. Сплошная линия В— 0, пунктирная Вф 0.
	MAGNETINDUTSEERITUD EFEKTID VIBROONSETES STRUKTUURSETES FAASISIIRETES
	MAGNETIC-FIELD-INDUCED EFFECTS IN VIBRONIC STRUCTURAL PHASE TRANSITIONS

	TRANSFORMATION RULES FOR BONDI INTEGRATION FUNCTIONS
	BONDI INTEGREERIMISFUNKTSIOONIDE TEISENEMISEESKIRJAD
	ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ФУНКЦИЙ ИНТЕГРИРОВАНИЯ БОНДИ

	АЛГОРИТМ СОКРАЩЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
	Untitled
	DISKREETSE FOURIER’ TEISENDUSE KOONDARVUTUSALGORITM
	VERKÜRZTER ALGORITHMUS FÜR DIE DISKRETE FOURIER-TRANSFORMATION

	ЧАСТИЧНАЯ ДEКОМПОЗИРУЕМОСТЬ МНОГОМЕРНЫХ СИСТЕМ
	MITMEMÖÖTMELISTE SÜSTEEMIDE OSALINE DEKOMPONEERITAVUS
	PARTIAL DECOMPOSABILITY OF MULTIVARIABLE SYSTEMS

	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ФОНОВЫХ СОДЕРЖАНИЙ КОМПОНЕНТОВ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
	Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы измерения фоновых содержаний компонентов атмосферного воздуха,
	Рис. 2. Пример суточного графика концентрации двуокиси серы.
	Рис. 3. Результаты полевых измерений концентрации двуокиси серы в разных регионах Эстонской ССР за 1984—1985 гг.
	ATMOSFÄÄRIÕHU FOONIMÖÖTMISTE AUTOMATISEERITUD SÜSTEEM
	AN AUTOMATED AIR MONITORING STATION FOR BACKGROUND MEASUREMENTS

	ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПРОПУСКАНИЯ КРИСТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРА И ФПЗC-ДЕТЕКТОРА
	Рис. 1. Блок-схема многоканального оптического анализатора: I азотный лазер, 2 лазер на красителе, 3 блок управления ФПЗС, 4 блок синхроимпульсов, 5 диафрагма, 6 объект в криостате, 7 эксимерный лазер, 8 лазер на красителе, 9 полупрозрачное зеркало, 10 система цилиндрических линз, 11 ФПЗС, 12 микро-ЭВМ TRS-80, 13 многоканальный анализатор NTA-1024, 14 монитор.
	Рис. 2. Временные срезы пространственного распределения изменения поглощения при импульсном нагреве кристалла KCI-NO2-.

	INFLUENCE OF THE MAGNETIC FIELD ON THE LATTICE DYNAMICS OF AN IONIC CRYSTAL IN THE LONG WAVE LIMIT
	ВЫРАЩИВАНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ СОВМЕСТНЫМ ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ПАРОВ ТPИМЕТИЛГАЛЛИЯ И ТPИЭТИЛАРСИНА
	Рис. 1. Принципиальная схема установки эпитаксии. 1 баллон с водородом, 2 редуктор, 3 очиститель водорода, 4 регулирующие вентили, 5 ротаметры, 6 вентили, 7 испаритель триметилгаллия, 8 испаритель триэтиларсина, 9 мановакуумметр, 10 реактор, 11 вакуумный насос.
	Рис., 2... Спектры фотолюминесценции слоев GaAs, выращенных при температурах 580°С (а),, 620°С (б) и 710°С (в).,.

	ЗАМЕЧАНИЕ ОБ АППРОКСИМАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЭКСПОНЕНТ
	ДОБАВЛЕНИЕ К ОЦЕНКЕ КОНСТАНТ ЛЕБЕГА
	ФОТОВЫЖИГАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОВАЛА В ОПТИЧЕСКИ ТОЛСТОМ ОБЪЕКТЕ
	Рис. 1. Зависимость дозы облучения от времени для объектов с начальным пропуска нием 1, 10-1, 10~2 (кривые /, 2, 3 соответственно).
	Рис. 2. Зависимость полуширины провала от относительного изменения пропускания для объектов с начальным пропусканием: 1 1,32-10~4, 2 1,15* 10~2, 3 1,075-10-1, 4 0,37 (е-1).

	ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ PbВг2 ПРИ ДВУХФОТОННОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
	Спектры люминесценции кристаллов РЬВг2 при 4,2 К и при двух- (/) и однофотонном {3, 4,5) возбуждении. Энергия возбуждающих фотонов при однофотонном возбуждении: £возб. 4,05 (5); 3,64 (4) и 4,674 эВ (5). Кривая 2 спектр туннельной люминесценции после двухфотонного лазерного возбуждения. Стрелкой отмечена возбуждающая линия лазера.

	ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ФОНОНОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ
	Рис. 1. 'Зависимость обратного коэффициента диффузии D~l от энергии накачки \КЦ при различных концентрациях примесей: 1 Nd = No= 3-1019 см-3, 2 Nd = =-0,86 NO, 3 = 0,30 NO, 4 Nd = 0,20N0. Кружками отмечены экспериментальные значения, сплошными линиями модельные зависимости. Пунктиром показаны резонансная (2.1) и релеевская (2.2) составляющие обратного коэффициента диффузии (кривая 2).
	Untitled
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 40. AASTAKOOSOLEK
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1985. AASTA TEGEVUS JA 1986. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Contribution
	Contribution

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU PIDULIK KOOSOLEK

	Chapter
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENS INHALT
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость магнитоиндуцш рованного сдвига температуры Кюри Pb0,99Geo,oiTe от индукции магнитного поля при р— 1,8-1017 см-3. Точки экспериментальные данные [9], сплошная линия теоретические.
	Рис. 2. Температурное поведение диэлектрической восприимчивости в случае сегнетоэлектрического фазового перехода первого рода. Сплошная линия В— 0, пунктирная Вф 0.
	Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы измерения фоновых содержаний компонентов атмосферного воздуха,
	Рис. 2. Пример суточного графика концентрации двуокиси серы.
	Рис. 3. Результаты полевых измерений концентрации двуокиси серы в разных регионах Эстонской ССР за 1984—1985 гг.
	Рис. 1. Блок-схема многоканального оптического анализатора: I азотный лазер, 2 лазер на красителе, 3 блок управления ФПЗС, 4 блок синхроимпульсов, 5 диафрагма, 6 объект в криостате, 7 эксимерный лазер, 8 лазер на красителе, 9 полупрозрачное зеркало, 10 система цилиндрических линз, 11 ФПЗС, 12 микро-ЭВМ TRS-80, 13 многоканальный анализатор NTA-1024, 14 монитор.
	Рис. 2. Временные срезы пространственного распределения изменения поглощения при импульсном нагреве кристалла KCI-NO2-.
	Рис. 1. Принципиальная схема установки эпитаксии. 1 баллон с водородом, 2 редуктор, 3 очиститель водорода, 4 регулирующие вентили, 5 ротаметры, 6 вентили, 7 испаритель триметилгаллия, 8 испаритель триэтиларсина, 9 мановакуумметр, 10 реактор, 11 вакуумный насос.
	Рис., 2... Спектры фотолюминесценции слоев GaAs, выращенных при температурах 580°С (а),, 620°С (б) и 710°С (в).,.
	Рис. 1. Зависимость дозы облучения от времени для объектов с начальным пропуска нием 1, 10-1, 10~2 (кривые /, 2, 3 соответственно).
	Рис. 2. Зависимость полуширины провала от относительного изменения пропускания для объектов с начальным пропусканием: 1 1,32-10~4, 2 1,15* 10~2, 3 1,075-10-1, 4 0,37 (е-1).
	Спектры люминесценции кристаллов РЬВг2 при 4,2 К и при двух- (/) и однофотонном {3, 4,5) возбуждении. Энергия возбуждающих фотонов при однофотонном возбуждении: £возб. 4,05 (5); 3,64 (4) и 4,674 эВ (5). Кривая 2 спектр туннельной люминесценции после двухфотонного лазерного возбуждения. Стрелкой отмечена возбуждающая линия лазера.
	Рис. 1. 'Зависимость обратного коэффициента диффузии D~l от энергии накачки \КЦ при различных концентрациях примесей: 1 Nd = No= 3-1019 см-3, 2 Nd = =-0,86 NO, 3 = 0,30 NO, 4 Nd = 0,20N0. Кружками отмечены экспериментальные значения, сплошными линиями модельные зависимости. Пунктиром показаны резонансная (2.1) и релеевская (2.2) составляющие обратного коэффициента диффузии (кривая 2).
	Untitled

	Tables
	Untitled




